ADJUSTI NG DEFECT PROFI LES I N CRYSTAL OR CRYSTALLI NE STRUCTURES Abstract:
The invention relates to a nethod for generating defect profiles in a
crystal or crystalline structure of a substrate,
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(57) Abstract: The invention relates to a method for generating defect profiles in a crystal or crystalline structure of a substrate,

preferably a semiconductor, during a thermal treatment in a process chamber. According to the inventive method, a concentration

I~ and/or a density distribution of defects is controlled with at least one reactive component each depending on at least two process

% gases that differ in their composition. At least two of the process gases independently act upon at least two different surfaces of the
substrate.

Al

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Erzeugung von Defektprofilen in einer kristallinen oder kristalldhnlichen Struktur eines
Substrates, vorzugsweise eines Halbleiters, wahrend einer thermischen Behandlung in einer Prozesskammer. Dabei wird eine Kon-
zentration und/oder eine Dichteverteilung von Defekten in Abhidngigkeit von wenigstens zwei in ihrer Zusammensetzung unter-
g schiedlichen Prozessgasen mit jeweils wenigstens einer reaktiven Komponente gesteuert, wobei wenigstens zwei der Prozessgase im
wesentlichen getrennt voneinander jeweils an wenigstens zwei verschiedenen Oberfldchen des Substrats angreifen.
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at least two different surfaces of the substrate.
Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen

Abkiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.



